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　有機導体や集積型金属錯体などには分子が集合す
ることによって生じる多様な電子的機能がある。磁
性、伝導性、光物性、構造物性などが絡み合い、分
子性特有の異方性と柔らかさを使って制御すること
ができる。例えば、組成変化、加圧、光照射などで
環境をわずかに変えると、結晶構造、色や磁性が変
わることがある。こうした変化の前兆領域は競合し、
新しい領域が成長・増殖して、もの全体の性質を変
えてしまうこともある。これらの物性の発現機構や
ダイナミクスを理論的に研究する。
　電子相の基底状態や平衡状態で現れる静的性質と
励起状態や非平衡で現れる動的性質を系統的に記述
する。そのためには結合の強弱各極限からの摂動論、
繰り込み群、数値的な電子状態計算、決定論的また
は確率論的な時間発展を求める方法論などを用いて
多面的に考える必要がある。
①１次元強相関電子系における光誘起ダイナミクス
　相互作用する電子同士が絡み合う効果は電子移動
が低次元に制限されるほど特徴的に現れる。電荷移
動錯体や集積型金属錯体のなかで電子移動が１次元
的に起こる物質で、光照射によって絶縁体から金属
に高速変化するものが知られている。電荷を輸送す
る粒子は電子や正孔そのものではなく相関を反映し
たものである。このメカニズムを相互作用や結晶構
造の特徴と照射光のエネルギーに注意して明らかに
する。
②電荷秩序転移におけるクーロン−電子格子−協力効果
　有機導体や酸化物ではスピンを生かしながら電荷
だけが凍結することがある。クーロン相互作用が電

荷秩序を引き起こすが、同時に結晶構造も変わる。
これは電子格子相互作用が協力して不連続転移し、
分子配列を変化させるからである。このような協力
現象が電荷揺らぎとスピン揺らぎを通して現れるメ
カニズムを明らかにする。光照射などで非平衡にし
たときの電荷格子結合ダイナミクスを探る。 
③量子相転移近傍の量子常誘電性と電荷移動揺らぎ
　電荷移動錯体や酸化物では強誘電秩序が量子揺ら
ぎによって妨げられているものがある。これらは光
照射や圧力変化に敏感で巨大な応答を示す。その電
子的なメカニズムを明らかにする。この非線型応答
では分極の揺らぎと電荷移動揺らぎが絡むことが重
要である。その量子臨界的挙動を様々な方法で探る。
④錯体−金属界面を通した電荷輸送における電子相関効果
　分子性半導体結晶と金属の界面を通した電荷輸送
には電子相関の効果が現れることがある。有機モッ
ト絶縁体上の電界効果トランジスタ特性はその一例
で、通常の半導体やカーボンナノチューブにおける
特性と大きく異なる。外場のもとで電子が駆動され
て初めて現れる、チャンネル中の電子と界面付近の
電子の動的絡み合いを説明する。この効果がもたら
す新規な素子の可能性を探る。

　これらの問題を、解析的あるいは数値的な方法に
より研究する。量子力学、統計力学、物理数学など
の基礎学力を十分に備えていることが必要不可欠で
ある。
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